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報告書データ / Report
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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

真空中の絶縁碍子に直流高電圧を通電する場合、碍子面上の放電により機器を損傷
する危険性が高まる。絶縁破壊は主に沿面で起こり、2次電子なだれがその引き金
となっていることが知られている[1]。碍子に用いるアルミナの2次電子イール
ド(Secondary electron emission yield: SEE yield)は7~8と高く、2次電子なだれの
原因の１つとなっている。その対策として、アルミナにTiNを成膜することで2次電
子イールドを低減できることが報告されている[2]。 本研究では、各種基板上に2次
電子イールドを低減する膜を成長させ、様々な膜形状による放電特性の評価を行い、
将来の高加速SEMに向けた絶縁ガイシの知見を得ることを目的とし、実績のあ
るTiNをアルミナ基板に堆積し、2次電子イールドの低減と絶縁性が両立する条件を
探査する。

実験
Experimental

直流マグネトロンスパッタ法を用いてTiNの膜厚を変えて堆積し、2次電子イールド
を測定する。測定サンプルの基板にはアルミナ(99.95 %)を用いた。スパッタリン
グ装置によるTiNの堆積は、ターゲットにTi(99.99 %)を用い、DC Power: 250 W,
Ar流量: 24.0 sccm, N2流量: 2.0 sccmとし、膜厚は堆積時間によりコントロールし
た。2次電子イールドは、高エネルギー加速器研究機構の山本康史先生開発の装置
を使用し測定した。

結果と考察
Results and Discussion

Fig. 1に、アルミナ基板に堆積したTiNの2次電子イールド測定の結果を示す。アル
ミナ基板は、加速電圧 0.8 kV で二次電子イールドが最大値 7.4 となり、文献値と
一致した。TiNを堆積した場合、膜厚を大きくするほど二次電子イールドは減少す
る。1.28 nm 以上のサンプルでは二次電子イールドの最大値は２程度となり、アル
ミナの1/3以下に減少し十分に効果があることが確認できた。今後、TiNを堆積し
たアルミナ基板の表面抵抗率等を測定し絶縁特性と両立する条件を探査する。
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Figures, Tables and

Equations 1

Fig. 1 SEE yield of TiN thin film on alumina substrates.
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